11. Struktura bipolárního tranzistoru + fyzikální princip jeho činnosti

Struktura - Bipolární tranzistor je tvořen emitorovým a kolektorovým přechodem v jednom základním monokrystalickém materiálu. Typ vodivosti báze rozhoduje o typu tranzistoru - PNP nebo NPN.

Fyzikální princip činnosti - U tranzistoru na obrázku teče emitorem propustný proud Ie, složený z injektovaných elektronů do báze Ien a minoritních děr z báze do emitoru Iep. Injekční účinnost (e=Ien/Ie je blízká jedné pokud je báze velmi tenká a podstatně méně dotovaná než emitor. Poměr proudu Icn, který dosáhne kolektor, k proudu Ien určuje bázový součinitel přenosu (=Icn/Ien, který má být opět co nejbližší jedné. Kolektorový proud je tvořen proudem  Icn a zbytkovým proudem Icb0, který teče kolektorovým přechodem pólovaným závěrně.
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Ic = Icb0 + Icn = Icb0 + (Ien = Icb0 + (e(Ie = Icb0 + (Ie    , kde (= Icn/Ie je ss proudový zesilovací činitel  tranzistoru v zapojení se společnou bází. hodnota se zde pohybuje v rozmezí 0,95 až 0,999. Výkon na výstupu je v průměru 10 až 100krát větší než na vstupu a tranzistor pracuje jako aktivní prvek.

12. Největší výkonové zesílení bipolárního tranzistoru

Fakticky neví se tady po mě chce. Bipolární tranzistor pracuje s nějvětším zesílením pokud je zapojen se společným emitorem. Potom je zesílení rovno (proudové 20 - 400),(napěťové (10 - 100), (výkonové 200 - 2000), též v tomto režimu je nejlépe přízpůsoben.

13. Tři el. schémata pro klidový bod – společný Emitor
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15. Nakreslete schéma odporově vázaného zesilovače s bipolárním 

      tranzistorem se společnou bází

            h21B             1+h21E
[image: image1.png]


Au=Rc ----- = Rc--------

            h11B                h11E
                                                                             RB                                   RC
         RE h21E                                                                                                                   UCC
R=  -------------------- 

         RE h21E + h11E                                                                                   CC    

                                                                                                                          U22  

         RC h21E                                                  CE      

R=  --------------------

         RC h22E + h21E
                                                     U11                              CE             RE
[image: image14.png]Ucc

Obr. Zékladni obvod se spolecnym kolektorem.



16. Nakreslete elektrické schéma základního obvodu odporově vázaného zesilovače malého signálu s bipolárním tranzistorem v zapojení se společným kolektorem a uveďte přibližné vztahy pro jeho diferenciální vstupní odpor, napěťové zesílení a diferenciální výstupní odpor.

         Au=+          Re                       vždy menší než 1

                               h11e
                    Re+    h21e

    Rvstup=  h11e+( Re . h21e)

    Rvýstup=    Re. h11e             

                   Re.h21e +h11e

17. JFET v zapojení společný source :


V obvodech s unipolárními tranzistory na nízkých kmitočtech často zanedbáváme imaginární části diferenciálních parametrů. Dále je třeba míti na paměti, že některé dif. parametry se výrazně mění spolu s pracovním bodem (zejména g22S).
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18. MOSFET  nevodivý kanál


MOSFET s indukovaným kanálem. Schéma zapojení odporově vázaného zesilovače pro malé signály,
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Zapojení se  společným sourcem

19. MOSFET vodivý kanál
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Parametry G jsou reálnými částmi parametrů y

20. Napište definiční vztahy diferenciálních parametrů typu h pro bipolární tranzistor, vyložte jejich obvodový význam, rozměry a okrajové podmínky jejich platnosti, nakreslete příslušný lineární náhradní obvod.

SE:




SB:




SC:

ube = h11ib + h12uce

ueb =h11ie + h12ucb

ubc = h11ib + h12uec

ic    = h21Ib + h22uce

ic    = h21ie + h22ucb

ie     = h21ib + h22uec

Z těchto linearizovaných rovnic můžeme patřičné h parametry tranzistoru určit, avšak musíme vždy vzít v úvahu, že tranzistor je nelineární součástka, tudíž při výpočtu h parametrů z VA charakteristik musíme vzít vždy malou změnu patřičného  proudu nebo napětí  podle toho jaký parametr právě měříme. Následující parametry jsou jen pro zapojení tranzistoru se společným emitorem. Jednotlivé h parametry mezi jednotlivými zapojeními se dají převádět pomocí převodních vztahů. 

Tedy:
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. jedná se o vstupní impedanci při výstupu nakrátko.




[image: image11.wmf]h

dU

dI

BE

CE

12

=

  při ib=0
 
[-]
. jedná se o zpětný napěťový činitel při vstupu naprázdno
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. jedná se o proudový zesilovací činitel při výstupu nakrátko
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. jedná se o výstupní admitanci při vstupu naprázdno.







Jednotlivé parametry jsou tedy závislé na poloze pracovního bodu a také jsou závislé na teplotě, zvláště parametry h11, h22.
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